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はじめに 

電気配線から高速大容量である光配線の切り替

えなど、光インターコネクションの実現が望まれる。

この光インターコネクション実現のために Si 基板

上に光デバイスが集積されるが、Siは間接遷移半導

体のため発光デバイスに不向きである。そこで我々

の研究室では InP と Si を直接貼り付けした上で、

InP 面にⅢ-Ⅴ族デバイスを MOVPE 成長させる方

法を提案している[1,2]。これにより Si と InP 系の

格子定数差などの問題を解決している。本研究では、

レーザ活性層である MQW 構造の層数による閾値

電流密度の低下について述べる。 

実験方法 

MOVPE法を用いて InP基板上に GaInAs/InP 

(1.0µm)/GaInAs を成長し、InP基板を除去すること

によりGaInAs/InP/GaInAs層を得た。そして、この薄

膜層とSi基板をH2SO4:H2O2:H2O溶液により-OH基

終端した後に接合，窒素雰囲気下で加熱することで

InP/Si基板を作製した。その後、この基板上に

MOVPE法を用いて図1に示すようなSCH-MQW構

造を結晶成長した。活性層はGa0.39In0.61As0.84P0.16well

層 8nm/Ga0.25In0.75As0.51P0.49barrier層 10nmの 7周期

MQWであり、SCH層はGa0.25In0.75As0.51P0.49100nmで

ある。成長温度は650oC、成長圧力は60Torrである。 

結果と考察 

InP/Si 基板上に成長した 7 層 GaInAsP/GaInAsP 

SCH-MQW構造の IL測定結果を図 2に示す。20oC

における閾電流密度は 1.96kA/cm2 となった。また

閾値電流密度の比較を図 3に示す。5層 SCH-MQW

構造と比べ 0.17 kA/cm2の閾値電流密度の低減が得

られた。これは光学利得の向上によるものと考えら

れる。 
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図 1：成長構造図 
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図 2：I-L特性 
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図 3：T-Jth特性 
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